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® Vorrichtung zum ; Halten yon im • wesentlichen 

ebenen Substraten • (1) ; wahrend oines ' Beschich-j' 

tungsverfahrensi wie beispielsweise erne 

Aufdampf- Oder CVD-VerfahrenV t)esteh^ 

nem rnindestens zweiteiH Substrerthaft^^ 

ein vorderer Teil- (4)"^ des= 'SuBstfathklters^'^^^ 

BeschichtMngsqiielie hingerichtete SubstratoBerfIa-: ' 

Che maskenariig abdeckt -eih zweilter rucicseiti- : ' ' 

gar Teil des Substrathaiters ■ (8)^aW 

schichiungsquelie ^bgewahcrten FUJck^itS^NdeS 'Su^ 

strals vorgesehen ist und eihe fojlenWtigerelastisc^^ " 

Maske (6) mit dem vordere^n Substfathaltei?'^ 

den ist und did KOTliir^^ 

dafl der Maskenfand f deh^• Sub 

vorzugsweise pairailelen- ABstand uberra^ : 
^ ke durch den SubstratHalterJin eihem^ / 
^ die zu beschi(^iendehy Oberflach^ 

strats gefuhrt isP:und "'der^^ "Q^^ 
2 hinausragende Maskerlrand ^^v^m^c 
<0 Substrals andru(ikbaLr^tst:-'''"'P-^«^--- ' " -y^^^PZ^^^r-^'- - /^Hi^^^^r: 
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Die Erfindung betrlfft eihe Vonrichtunsj ziirh Hal- 
ten von im wes^ntiiclien: :eben^ 
rend eines Beschichtungsverfahrens. wie beisplels- 
weise einem Sputter-, Aufdampf- Oder CVD-Verfah- 
ren, bestehend aus einem mindestens zweiteiligen s 
Substrathalter. wobei ©in yorderer Teil des- Sub- ^ *• 
strathatters die zur Beschichtungsquelle hmgerich- 
tete Substratoberflache maskenartig abdepkt und . ^ 
ein zweiter ruckseitiger Teil des Substrathalters auf . ■ :^ 
der der Beschichtungsquelle'! abgewandten' RGck- • -to 
seite des Substrata vorgesehen ist. 

Beim Beschichten von Substraten besteht hau- 
fig die Forderung nur einen Teil der Substratober- 
flache zu beschichten. Diesjst beispiejswjeise. bei 
BItdschirmen der Fall, wo der §u6ere Rand der -is 
Substratvorderseite nicht beschichtet werden soil. 

HierfOr warden bislang Uberwiegend eb.ener. m ^ 
Maskenbleche verwendet, die auf die zu beschich- 
tende Substratvorderseite aufgelegt Oder gegebe- 
nenfalls aufgedruckt wurden. Dabei Ist jedoch be- . 2o 
sonders darauf zu achten, daB die durch die Maske . . 
strukturierte Schicht einen sehr schmalen Uber- . \ 
gangsbereich aufweist, d.h. daB die Schlchtstufe 
vom beschichteten zum unbeschichteten Bereich 
scharf abgegrenzt ist. Die Breite dieses Ubergangs- 25 
bereichs hMngt im wesentlichen von drei Faktoren 
ab: ■ - 

1. dem Auftreffwinkel, unter dem die Beschich- 
tungstelichen auf dem Substrat-Maskenbereich 
auftreffen, 30 

2. der Dicke des Maskeumaterials an der be- 
grenzendeh Kante und ' 

3. dem Abstand der Maske vom Substrat. 
Diese bislang verwendete L6 sung hat jedoch 

den Nachteil, daB sowohl die Maske als auch das 35 
Substrat sehr eben s&in mQssen und nicht gevyqibt 
sein dtirfen, damit ein dicht^r MaskenrSubstrat? 
AbschluS herstellbar ist. Dies ist_insbes^ bei - 
groSen Masken und^Subs^at^h problenri 

Aufgabe ist es nun. eine Moglichkeit zu finden; h 
so daB bei der Herstellung strMktur^ Schichten j; 
auf Substraten stets eine schsuie Schichtslufe-Jm^^^^^^ 

Obergangsbereich von der beschichteten zur unbe^ 

schichteten Substratoberflache en'eichbar ist 

Diese Aufgabe wird durch die vorliegenden Er- 4S 
findung dadurch gelost, daB eine iplienartige, ela- 
stische Maske mit dem vorderen Substrathalter' 
verbunden ist und die Konitur der Maske so ausge- ^ 
formt ist, daB der Maskenrand den Substrathalter in 
einem vorzugsweise paralleien Abstand uberragt, 50 
die Maske durch den Substrathalter in einem \A^n- 
kel auf die zu beschichtenden OberflSche des Sub- 
strats gefQhrt ist und der Qber den Substrathalter 
hinausragende Maskenrand auf die Oberseite des 
Substrats andrOckbar ist 55 

Dadurch wird mit Vorteil erm5gficht, daB selbst 
wenn Unebenheiten auf der Substratoberflache 
Oder in der Maske vorliegen, die Maske immer 



dichtauf dem Substrat aufliegt 

. .Weltere AusfQhrungsmogiichkeiten und Merkmale 
sind in den Unteranspracheri naher beschrieben 
und gekennzeichnet 

In einem Ausfuhrungsbeispiel wurden fQr die 
Beschichtuhg von Bildschirrhen eihe Schichtdicke 
von ca. 150 nm auf die Substrate aufgebracht Die 
Dicke der verwendeten Maske aus .Kupfe.r-B|eryll|- 
limfolie betrug 0,1 mm. Der Maslc^nwinkel 5, d!h. 
der Auftrefhvinkel der Maskenfolie auf die. Substrat- 
oberflache lag zwischen ca. 20 und 30* . 
Die durch den Beschichtungsyorgang bedingten 
Temperaturen, denen die Maske ausgesetzt ist, 

- lagen im^ Bereich von 200^ C. . 
r-'.-i Die Erfindung ISBt die verschiedenartigsten 
AusfQhrungsmSglichkeiten zu; eine davon ist in der 
anhangen^en einzigen Rgur naher dargestelltv und 
zwar zeigt diese den Randbereich eines zu be- 
schichtenden Substrats mit einer erfindungsgema- 

5.:; Ben Maske in Schnittdarstellung. . v 

^ <=;v: Ein zu beschichtendes ebenes Substrat 1 ist in 
. Umfangsrichtung von einem Grundkorper 2, der in 

: einer nicht gezeigten Vakuumkammer vorgesehen 
ist so umgeben, daB zwischen den beiden gegen- 
uber angeordneten Stirnseiten des Substrats 1 und 
des Grundkorpers 2 ein schmaler Spalt 3 verbleibt 
Auf der ebenen Vorderseite des Grundkorpers 2 ist 
ein vorderer Substrathalter 4 befestigt, welcher zur 
Beschichtungsquelle hin zeigt. Die Beschichtungs- 
quelle selbst ist der Einfachheit halber nicht ge- 
zeigt; jedoch Jst ih re ^1^^ die / Beschich- 

tungsrichtung B eindeutig. bestimmb^. Der im we- 
sentlichen ebene Substratiialter ; 4. ist an . seinem 
freien Ende. w^lqhes zur.,Subst^ 
mit einem na^enformig^n Knick 5 versehen, , wobei 
der Knick 5 In . Beschichtungsrichtung B atif , das 
; Substrat 1 hin au^gerichtet ist ^ 

Auf der Ruckseite des . Subsifr^^ 
eine , flexible Maske 6 befestigt. wobei die Befe^^ 
gung beispielsweise mittels Niet 7 erfol^^^ 
Die Maske 6 besteht. aus_ einern. Vyerkstoff mit einer 

'^ definierten Eigensteifigkeit. jst.fd Ih- . 

rer "ursprunglichen jforrh, e^^ Durch d^n , Knick 5 
wird die Maske 6,um .deri-Win^^ 5 . in Richtung auf 
das^ Substrat 1 hin gebpg!Bn.c.p^ 
durch eine, niitdem-xQcks^ 
test verbundene H^^^ gegen die Maske. 6, 

gedruckt. Dabei . gieitet^d^ 5 yorge- 

bogene Maske ^6 auf der zu beschichtenden. Vpr- 
derserte des Substrats 1 zur Substratmitte-:.hin,,bis 
das elastische Ende der Maske 6 parallel zur Vor- 
derseite des Substrats 1 verlauft und dicht auf 
diesem aufliegt 

Aus der Beschichtungsrichtung B wird nun eine 
Schicht 10 auf das Substrat 1 aufgebracht, weiche 
an ihrem in Umfangrichtung auBeren Rand durch 
die Maske 6 scharfkantig begrenzt wird. 
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Patentansprtiche 

1. Vorrichtung zum Halten von im wesentlichen 
ebenen Substraten (1) wahrend eines Be- 
schichtungsverfahrens, wie beispielsweise ei- 
nem Sputter-. Aufdampf- oder.CVD-Verfahren, 
bestehend aus einem nnindeste(hs zweiteiligen 
Substrathalter, wobei ein vorderer Teil des 
Substrathalters die zur Beschichtungsquelle 
hlngerichtete Substratoberflache matskenartig 
abdeckt und ein zweiter rucksertiger;TeiI des 
Substrathalters (8). auf der .^(i3r„.Bescj[i^^ 
quelle at>gewahdten RQcksehe des S^ 
(1) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichrieti 
daB eine folienartige, elastische Maske (6) mif 
dem vorderen Substrathalter (4) verbunden ist 
und die Kontur der Masked" (6^20 a^^ 
ist, daB der Maskenrand den Substrathalter (4) 
in einem vorzugsweise parallelen Abstand 
uberragt, die Maske (6) durch den Substrathal- 
ter (4) in einem Winkel (5) auf die zu beschich- 
tenden Oberfiache des Substrats (1) gefuhrt ist 
und der Uber den Substrathalter (4) hinausra- 
gende Maskenrand auf die Oberseite des Sub- 
strats (1) and.rtickbar. ist K 



20 



25. 



30 



35 



. 9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge* 
kennzefchnet, dafi die Dicke der. Maske (6) 
um ein Vielfaches groBer gewahit ist, als die 
Dicke der auf das Sustrat (1 ) aufzubringenden 
Schicht (10).- 

10- Vonrichtung nach Anspruch 1 oder 4. dadurch 
f : gekennzejchnet, dag die Eigensteifigkeit der 
■ Miike^^ 

, jeder Uhfeberll^it" der Substratoberflache folgt' 
;> und dicht auf der Substratoberflache aufliegt. 

li. Vorrichtung riach . Anspiriich 1, dadurch ge- 
kennzeichnet,. dafi die Maske (6) rahmenfor- 

mig ausgebildet ist. ] 

Vorrich^^ nach Anspruch 11 j dadurch ge- 
: :k^^ Mafsice. :(6)...einer) ,jn. 
Umfangsrichtung aufien liegendeh ..Rand, der 
Substratoberflache abdedkt. " -- v":---^'^'-'"^' 

13. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
^ kennzeichnet daB die Maske (6) in jeder be- 
liebigen Fonn ausbildbar ist. 
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2. Vorrichtung nach Ansporch 1, dadurch ge- 
kennzefchnet, daB an denn rClckseitigen Sub- 
strathalter (8) Haltefedem (9) vorgesehen sind. 

3. Vorrichtung nach Arispruch 2, dadurch ge^ 
kennzeichnet, daB das Substrat (1) mittels 
der Haltefedem (9) gegen die Maske (6) an- 
druckbarlst. 



4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge« 
kennzeichnet, daB die Maske (6) aus einem 
Werkstoff rnit einer definierten Eigensteifigkeit 
besteht 

5- Vorrichtung nach Anspruch 4. dadurch ge» 
kennzefchnet, daB die Maske (6) aus einem 
Cr-Ni*Stahl oder einer Cu-Be-Legierung herge- 
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